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На рис. 4, а и б, приведены спектральные зависимости коэффициента поглощения для структур 
Cr/Si/Cr и Cr/CrSi2 /Cr с различной толщиной островков хрома. Радиус островков в обеих структурах 
был равен 450 нм, поскольку предыдущие расчеты показали, что это значение соответствует наилучше-
му поглощению излучения (см. рис. 3, а и б ). Согласно приведенным кривым пики коэффициентов по-
глощения, соответствующие, по нашему предположению, плазмонному резонансу, находятся на одной 
длине волны – 8,4 мкм для Cr/Si/Cr, 11,1 мкм для Cr/CrSi2 /Cr. При этом закономерно уменьшается ши-
рина на полувысоте: в структуре Cr/Si/Cr – с 4,9 мкм (d = 40 нм) до 3,0 мкм (d = 120 нм), а в структуре 
Cr/CrSi2 /Cr – с 5,2 мкм (d = 40 нм) до 3,9 мкм (d = 120 нм). При изменении d от 40 до 120 нм максимум 
коэффициента поглощения в структуре Cr/Si/Cr возрастает с 48 до 69 %, в структуре Cr/CrSi2 /Cr – с 36 
до 55 %. Эти зависимости наглядно представлены на рис. 4, в.

Результаты моделирования спектров поглощения структур Cr/Si/Cr и Cr/CrSi2 /Cr показывают, что уве-
личение толщины островков (поверхностного слоя) исследуемой структуры закономерно вызывает рост 
коэффициента поглощения. Аналогичный результат был получен в работе [2] для структуры Au/Si/Au. 
Большее увеличение уровня поглощения происходит в области плазмонного пика: в диапазоне до 7 мкм 
кривые ведут себя практически идентично, а после 11 мкм разница в уровне поглощения составляет не-
сколько процентов. Исходя из этого, можно предположить, что за увеличение уровня поглощения от-
вечают плазмонные эффекты.

Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента поглощения  
структур Cr/Si/Cr (а) и Cr/CrSi2 /Cr (б ) с различной толщиной островков,  

а также зависимость высоты пика коэффициента поглощения от толщины островков (в)
Fig. 4. Spectral dependences of the absorption coefficient of Cr/Si/Cr (a)  

and Cr/CrSi2 /Cr (b) structures with different island thickness,  
dependence of the peak height of the absorption coefficient on the island thickness (c)


